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はじめに：MOSFETのさらなる性質向上のためには high-kゲート絶縁膜の欠陥抑制が必須であり、 
その中でも Si基板に直接接合が可能な La2O3は次世代 high-k材料として注目されている[1]。我々は 
この La2O3に Mgを添加することにより、膜内の固定電荷の減少、低 EOTにおける n-MOSFETの移 
動度の改善が可能であることを報告した[2]。そこで、今回は Mgと同じアルカリ土類であるが高い誘 
電率を持つ SrOに注目し、La2O3中に SrOを導入した MOSデバイスを作製し、特性を評価した。 
実 験：SPM洗浄後 HF処理した n-Si(100)基板に電子線蒸着法により La2O3を 1～4nm、SrOを 
1nm堆積し、その後 in-situでWを RFスパッタ法で堆積した。裏面として Alを蒸着した後、F.G. 
(N2:H2=97:3)雰囲気中で 500oC熱処理を行い、その電気特性を測定した。 
結 果：SrOを挿入した MOSキャパシタでは 1.0nm以下の低 EOT領域で EOT-Vfbシフトが抑制で 

きることを確認した。(Fig.1) これは SrOが熱処理により拡散し、La2O3中の固定電荷の生成を抑制し 

たことに起因すると考えられる。 
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Fig.1 Vfb-EOT shifts of 
W/La2O3/n-Si MOS capacitors 
with and without SrO incorporation



 

 


